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I. Base du rapport 

contiennentpas de modTfLSSs ^ en annexe au rapport puisqu'el/es ne 



Description, Pages 

1 " 1 6 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1 " 1 8 . telles qu'initialement deposees 

Dessins, Feuilles 

1yQ " 3/Q telles qu'initialement deposees 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ' ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la regie 23.1 (b)) • 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande Internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur 

D d^ 'a1X« , ne va pas au-de„ 

4. Les modifications ont entrame I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'expose de Invention tel qu'il a ete depose, commeSest indique ^Sf-aprls &gte 

eTame^ dBS «° cettenature doit etre indicate au point 1 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 

V " ^S^nuSS * e i° n C r ?- C,e 35 / 2) q r ant > ,a nouveaut ^ ''activite inventive et la possibility 
d application industnelle; citations et explications a l appui de cette declaration 

1. Declaration . 

Nouveaute Oui: Revendications 1-18 

« . ». x • Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1-18 

n Non: Revendications 

Possibilite d application industrielle Oui: Revendications 1-18 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concern ant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, Pactivite Inventive et la possibility 
d application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants : 



D1 



AGARWAL A ET AL: "EFFICIENT PRODUCTION OF SILICON-ON-INSULATOR 
FILMS BY CO- IMPLANTATION OF HE+ WITH H + « APPLIED PHYSICS LETTERS 
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 72, no. 9, 2 ma. 1998 
pages 1 086-1 088, XP00074281 9 ISSN: 0003-6951 
D2 : FR-A-2 774 51 0 (S O I TEC SILICON ON INSULATOR) 6 aout 1 999 
D3: US-A-6 150 239 (TONG QIN-YI ET AL) 21 novembre 2000 



****** 



2. La presente demande remplit ies conditions enoncees dans 1'article 33(1) PCT 
obje des revendications 1 et 17 etant conforme au critere de nouveaute defini par 
rarucle 33(2) PCT et de inventivite defini par Tarticle 33(3) PCT. 

2.1 Le document D1 qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche 
tce«17e™ 1 ^ 17 ' ^ (,6S r§f§r8nCeS ^ P arenth ^ s'appHquent 

" I ^ P ' an t ta t tion <K P rinci P a,e » dans ™ substrat (voir abrege', implantation du H); 

" con™ T T SeC ° ndaire " ^ ,6 SUbStrat 3 Une concentr ^n superieure a la 
concentration de I'espece « principale » (voir abrege, implantation de I'He); et 

- e declenchement de ladite fracture, le long de la profondeur « principale » (voir page 
1088, colonne gauche, lignes 15-19). 

2.2. Par consequent, I'objet des revendications 1 et 17 differe de ce precede et de cette 
suivanL m,nCe C ° nnUe Gn 06 ^ ' e d ° CUment D1 " e d ^ Cnt PaS ,6S ^racteristiques 

- ^Plantation « secondare » a une profondeur « secondaire » differente de ladite 
profondeur « principale »; 

- I'espece chimique « secondaire » ayant une efficacite moindre que I'espece 
« principale » a fragiliser le substrat; et 

- la migration d'au moins une partie de ladite espece « secondaire » jusqu'au voisinage 
de la profondeur « principale ». y 
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2.3. L'objet des revendications 1 et 17 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

2.4. Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre 
considere comme etant d'obtenir une zone fragilisee relativement mince au moyen d'un 
nombre faible d'implantations. 

2.5. La solution de ce probleme proposee dans les revendications 1 et 17 de la 
presente demande est consideree comme impliquant une activite inventive (article 
33(3) PCT), et ce pour les raisons suivantes: 

Aucun des documents cites dans le rapport de recherche internationale ne suggere a la 
personne du metier d'appliquer toutes les caracteristiques des revendications 1 et 17. 

Bien que les documents D2 et D3 decrivent une implantation « principale » et une 
implantation « secondaire » dans un substrat (voir D2: Fig. 4; voir D3: colonne 10, lignes 
8 - 38), le document D2 ne decrit pas diffe rentes efficacites a fragiliser le substrat parce 
que dans D2 les elements implantes sont du meme type; et le document D3 ne decrit pas 
une implantation avec une profondeur differente pour les deux elements. 

II n'est pas considere comme evident pour la personne du metier de combiner les 
caracteristiques connues par les documents D1 , D2 ou D3 et d'obtenir ainsi un procede 
ou une couche mince selon les revendications 1 et 17. 

2.6. Les revendications 1 et 17 de la presente demande sont done consideree 
comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT). 



3. Les revendications 2-16 dependent de la revendication 1 et la revendication 18 
depend de la revendication 17. Ces revendications satisfont done egalement, en tant 
que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et 
Pactivite inventive (Article 33(2)(3) PCT). 



4. L" objet des revendications 1-18 remplit les conditions enoncees dans P article 
33 (4) PCT. 
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